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乐山无线电股份有限公司 

Leshan Radio Co.,Ltd.                               No.:EA0508261

海尔智能S15VB60上机失效产品8D报告
D1、小组成立：
项目主管:  李 伟 (工艺工程师)；

小组组员:  赵文先 (分析工程师)；      李华 (生产主管)；      王峰（工艺工程师）；
D2、问题描述：
2005年8月05日，青岛海尔智能反馈我公司出货的S15VB60, 在模拟（小负载）检测时较正常，上机通电后，瞬间出现穿通。8月10日LRC收到海尔发回的126只失效样品。经测试后发现其中有正品13只，电性测试完全正常，外观正常。其余113只失效情况见如下分析。
　　退回产品中同时有32只S25VB60产品，经测试有1只正品，31只废品。31只废品全部为2，3脚（D2芯片）失效。报告主要对S15VB60产品作出分析，S25VB60和S15VB60类同。

D3、问题确认：
以下对113只S15VB60失效样品的分析。桥脚编号如图1,图2，产品生产日期码为448，512，516，520。QT2特性图示仪测试失效产品状况：

1、 失效废品测试状况：             a、1，2脚（D1芯片）失效为1只；
                                      2，3脚（D2芯片）失效为102只；

                                      3，4脚（D3芯片）失效为4只；

                                      1，4脚（D4芯片）失效为2只；

D2，D3芯片同时失效为3只；

D1，D2，D3，D4芯片全部失效为1只。
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失效芯片分布统计
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    b、发现失效芯片 2，3脚（D2芯片）最多，失效电性示意图如图3。
2、 测试过程中发现失效产品中混有日本新电元的S15VB60失效产品3只，也是D2芯片穿通，如图4。
测试废品状况： 2，3脚（D2芯片）失效2只；1只产品为正品。
3、 所有穿通脚电阻为零，呈现为金属短路。

责任人：王峰                  完成时间：2005-8-25
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D4、寻找和确认根源：
1、该批产品是我公司2004年11月，2005年04月，2005年05月生产出货，检查生产线从2004年11月开始到目前S15VB60的生产情况，制程中未出现异常。 

2、分析失效产品：
1）、选取其中LRC生产的2只失效产品进行分析，QT2特性图示仪测试失效产品数据：

1＃：1，2脚1380V硬特性；1，4脚1100V硬特性；2，3脚穿通, 电压为0；3，4脚1250V硬特性；

2＃：1，2脚1250V硬特性；1，4脚1050V硬特性；2，3脚穿通，电压为0；3，4脚1300V硬特性；

2）、剥离环氧树脂后清洗烘干，显微镜下观察失效芯片，发现1＃失效芯片有一边上台面玻璃保护层处有小裂纹，2＃失效芯片并未发现有明显的外观缺陷，再次测试电压为0 V。
3）、腐蚀框架后对失效芯片检查，发现2pcs失效品的失效芯片不同位置有不同程度的烧灼，并伴随着不同程度的玻璃保护层碎裂。（如图1-1、图1-2、图2-1、图2-2）
4）、2只失效芯片用QT2测试仪测试，电性仍为穿通。
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	图1-1  芯片正面烧灼点
	图1-2  芯片背面烧灼点

	

	

	图2-1  芯片正面烧熔，并且玻璃保护层有裂纹
	图2-2   芯片背面烧熔


3、失效原因分析：

   1、失效产品（包括新电元的失效产品）失效芯片主要集中在2，3脚（D2芯片）上，超过90%。

2、 根据海尔绝缘耐压测试原理图(图5)分析得出：当外加一个高交流电压在L端时，由于有实际测试电流（约2~3mA）的存在，L、G两端构成回路。当交流电压为负半波状态时，较高的负半波反相电压（1800V交流电压）通过保护模块中从G端到L端，较高的电压对模块有一定的冲击作用，该保护模块存在被击穿可能；当交流电压为正半波状态时，通过模块中的续流二极管形成通路，较高的反相电压加在D2芯片上。根据（表1）可知，加在D2芯片上的漏流不小于2mA，对芯片的冲击很大，易对芯片造成损坏，使芯片被烧熔并击穿。



D5、选择纠正措施 ：
1、 由该测试的线路分析表明，测试过程中该1800V交流电压直接加在桥堆同一位置芯片上。芯片承受很大的

反向电压，考虑到在实际的绝缘耐压测试过程中，达到1800V交流脉冲的个数超过50个，交流脉冲都加在同一只芯片上，造成芯片易损坏。建议更改测试线路或选用更好的测试线路测试耐压。
D6、标准化
（略）

D7: 防止问题再发生
     （略）
D8: 祝贺
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